POLSKA OPIS PATENTOWY|96204
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA

Patent dodatkowy MKP HO1c 7/00
yy do patentu
A AT
% . Zgtoszono: 11.11.75 (P. 184657)
4319
Pierwszenistwo: Int. CI2. HO1C 7/00

URzAD | e
PATE“I"W' Zgtoszenie ogloszono: '- 06.11.76 | .

Opis patentowy opublikowano: 30.04.1980

Twoérey wynalazku: Stanistaw Osadnik, Anna Gérecka-Drzazga

Uprawniony z patentu : Politechnika Wroctawska, Wroctaw (Polska)

Rezystor cienkowarstwowy

Przedmiotem wynalazku jest rezystor cienkowarstwowy o rezystancji od 1 do 20 oméw na kwadrat,
stosowany w precyzyjnych uktadach pomiarowych izminiaturyzowanej aparaturze pomiarowo-kontrolnej,
opartej na elementach dyskretnych lub mikroelektronicznych scalonych obwodach hybrydowych.

Znane z polskiego opisu patentowego patentu tymczasowego nr 84646 rezystory cienkowarstwowe,
o rezystancji powierzchniowej od 1 do 3 omdéw na kwadrat, sktadajq si¢ z podtoza izolacyjnego, na ktdrym
umieszczona jest warstwa rezystywna ze stopu zfota z chromem. Stop ten ma sktad wagowy od 97% do 90%
ztota i od 3% do 10% chromu albo od 2% do 10% ztota i od 98% do 90% chromu.

Zasadnicza niedogodnoscia techniczna rezystoréw menkowarstwowych opartych nastopach ztota z chromem
jest mata stabilno$¢ termiczna rezystancji. Parametr ten jest stabilny tylko do temperatury okoto 155°C.
Ponadto korekcja wartosci rezystancji gotowych rezystorow moze odbywaé¢ sie jedynie metodami
mechanicznymi. ‘

Istota wynalazku polega na tym, Ze warstwe rezystywna rezystora stanowi stop aluminium z tytanem
o sktadzie wagowym od 10% do 30% aluminium i od 90% do 70% tytanu.

Rezystory cienkowarstwowe wed’rug wynalazku charakteryzuja si¢ duza stabilnocia termlcznq rezystancii,
wynoszaca ponizej 0,56%.na 1000 h/125°C. Parametr ten jest stabilny do temperatury rzedu kilkaset stopni
Celsjusza. Warto$¢ rezystancji rezystorow wediug wynalazku mozna korygowa¢ metodg utleniania
elektrochemicznego.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadach wykonania rezystoréw cienxkowarstwowych
z warstwa rezystywna o réznych sktadach wagowych stopu aluminium z tytanem.

Przyktad |l. Rezystor cienkowarstwowy wedtug wynalazku sktada sie z podioza izolacyjnego,
wykonanego ze szkta o matym przewodnictwie jonowym, na ktdrym umieszczona jest warstwa rezystywna
ogrubosci 100 nm . Warstwe rezystywna stanowi stop aluminium ztytanem o sktadzie wagowym 10%
aluminium i90% tytanu. Rezystor ten wykonuje sie¢ metoda odparowania mieszaniny aluminium i tytanu
w prézni o ciénieniu 3 X 107°Tr. temperatura podtoza wynosi 240°C, a predkosé parowania powyzej 1 nm/s.
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Tak wykonany rezystor ma rezystancje wtasciwa 260 X 10™% Qm, temperaturowy wspétczynnik rezystancji
w zakresie od —260 X 10™%/deg do —40 X 10 /deg. Zmiana rezystancji po starzeniu rezystora w temperaturze
300°C przez 46 godzin wynosi 20%, a stabilno$¢ termiczna rezystancji wynosi 0,5% na 1000 h/125°C.

Przyktad Il. Rezystor cienkowarstwowy wediug wynalazku sktada sie z podtoza izolacyjnego,
wykonanego ze szkta, na ktérym umieszczona jest warstwa rezystywna o grubosci 100 nm ze stopu o sktadzie
wagowym 20% aluminium i80% tytanu. Rezystor ten wykonano metoda katodowego rozpylania stopu
aluminium z tytanem w atmosferze argonu. Tak wykonany rezystor ma rezystancjie wtasciwq 120 X 10°® Qm,
temperaturowy wsp6tczynnik rezystancji w zakresie od —100 X 1076 /deg do +650 X 1075 /deg, w zaleznosci od
parametréw procesu rozpylania. Zmiana rezystancji po starzeniu rezystora w temperaturze 300°C przez 46
godzin wynosi 3,56%, a stabilno$¢ termiczna rezystancji wynosi 0,1% na 1000 h/125°C.

- Przyktad Ill. Rezystor cienkowarstwowy wedtug wynalazku sktada sie¢ z podtoza izolacyjnego,
wykonanego z ceramiki alundowej, na ktérym umieszczona jest warstwa rezystywna o grubosci 100 nm, ze stopu
o sktadzie wagowym 30% aluminium i 70% tytanu. Na podtoze nanosi sie metoca pr6zniowa warstwe tytanu,
a nastepnie aluminium i cato$é wygrzewa sie w temperaturze 400°C przez 5 godzin, w wyniku czego zachodzi
catkowita dyfuzja jednej warstwy wdruga. Tak wykonany rezystor ma rezystancje wtasciwa 97 X 1078 Qm,
temperaturowy wspdtczynnik rezystancji w zakresie od 300 X 107¢/deg do 500 X 10°%/deg. Zmiana rezystancji .
rezystora po starzeniu w temperaturze 300°C przez 46 godzin wynosi 7% Stabilno$é¢ termiczra rezystancji
wynosi 0,2% na 1000 h/125 C.

Zastrzezenie patentowe
Rezystor cienkowarstwowy, sktadajacy sie¢ z podtoza izolacyjnego, na ktérym umieszczona jest warstwa

_rezystywna, znamienny tym, 2e warstwe rezystywna stanowi stop aluminium z tytanem o sktadzie
- wagowym od 10% do 30% aluminium i od 90% do 70% tytanu. .
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